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Sekil-1'de goriilen ve transistor boyutlar1 Tablo-1’de verilen negatif CMOS akim
kontrollu ikinci kusak akim tasiyic1 (CCCII+) yapisi icin SPICE benzetim programinda
kullanilmak tizere bir makromodel olusturulacaktir. Devre +1.5V'luk simetrik gerilimle
beslenecektir (Akim kontrollii ikinci kusak akim tasiyicilar, GHz'lere kadar uzanan
bolgedeki yiiksek frekans uygulamalarinda, o6zellikle SiGe teknolojisiyle
gerceklestirilerek yaygin olarak kullanilmakta, frekans atik silizgec tasarimi, global yer
belirleme sistemi ve sifreli radyo alaninda uygulama alani bulmaktadirlar).

Verilen CCCII+ devresi icin Io kutuplama akimini ekteki Tablo-2’de gosterilen degerde
secerek, yapmin DC ve AC karakteristiklerini SPICE benzetim programi yardimiyla
elde ediniz. Her 6grenci kendisi i¢in verilen kutuplama akimi degerini kullanacaktir.
Standart akim tasiyict makromodeli bu devre icin de gegerlidir, (Gergek devre
benzetimlerde 0.35um TSMC CMOS model parametrelerinin kullanilmasi onerilir).

DC karakteristikler:

a- X ucunu acik devre ediniz yahut biiyiik degerli bir direngle kapatiniz, Z ucunu
referansa baglayiniz. Bu durumda Vx geriliminin Vy gerilimi ile ne sekilde
degisecegini inceleyiniz (Vx =f(VY)).

b- X ucunu kisa devre ediniz yahut kiigiik degerli bir direncle kapatiniz, Z ucunu
referansa baglayimz. Bu durumda Ix akimmin Vy gerilimi ile ne sekilde
degisecegini inceleyiniz (Ix =f(Vy)).

c- Zucu acik devre (biiyiik direncle kapatilmis) ve X ucu orta degerli bir Rx yiikii
ile kapatilmigken elde edilen Vx-Vyve Vz-Vv gerilim gecis karakteristiklerini
((Vx=f(Vy) ve (Vz=£(Vy)) inceleyiniz.

d- Y ve Z uclarimi referansa baglayiniz, X ucuna bir akim kaynag (Ix) baglayip, bu
kaynagin akimini uygun simirlar icinde degistirerek Iz =f(Ix) degisimini
inceleyiniz.

AC karakteristikler:

a- Y ucundan iceriye dogru bakildiginda goriilen Zy empedansinin frekansla
degisimini inceleyiniz, bunun icin Z ucunu referansa baglayiniz, X ucunu acik
devre ediniz yahut biiylik degerli bir direncle kapatiniz, Y ucuna 1V'luk bir AC
gerilim kaynag baglayarak bu kaynagin geriliminin frekansin uygun sinirlar
icinde degistiriniz.

b- X ucundan iceriye dogru bakildiginda goriilen Zx empedansinin frekansla
degisimini inceleyiniz, bunun icin Y ve Z uclarini referansa baglayiniz, X ucuna
1V'luk bir AC gerilim kaynagi baglayarak bu kaynagin geriliminin frekansini
uygun sinirlar icinde degistiriniz.

c- Z ucundan iceriye dogru bakildiginda goriilen Zo empedansinin frekansla
degisimini inceleyiniz. Bunun i¢in Y ucunu referansa baglayiniz. X ucunu bir



direncle kapatimiz. Z ucuna 1V'luk bir AC gerilim kaynagi baglayarak bu
kaynagin geriliminin frekansini uygun sinirlar icinde degistiriniz.

d- vx/vy gerilim kazancinin frekansla degisimini inceleyiniz. Bunun icin X ucunu
acik devre ediniz yahut biiyiik degerli bir direncle kapatiniz, girigse 1V'luk bir AC
gerilim kaynag baglayarak bu kaynagin geriliminin frekansin uygun sinirlar
icinde degistiriniz).

e- iz/ix akim kazancinin frekansla degisimini inceleyiniz. Bunun icin Y ucunu
referansa baglaymiz, X ucuna 1A'lik bir AC akim kaynagi baglayarak bu
kaynagin akiminin frekansini uygun smirlar icinde degistiriniz.

Odevin hazirlanmasi:  Yukarida belirtilen yoldan hareketle cikaracaginiz
karakteristiklerden ve makro modele iliskin tablodan yararlanarak model
parametrelerini ayr1 ayr1 belirleyiniz. Olusturdugunuz makro model yardimiyla SPICE
benzetimi ile elde edeceginiz karakteristikleri, gercek eleman modeli kullanarak SPICE
benzetimi ile daha oOnce elde etmis oldugunuz karakteristiklerle karsilastirarak
degerlendiriniz, temel basarim biiyiikliiklerini tablo halinde veriniz, aradaki farklar:
yorumlayiniz. Hedeflenen amaca ne kadar yaklastiginizi arastiriniz.

Yukarida belirtilen islemler yapilacak, benzetimle elde edilen karakteristikleri,
belirlenen model parametrelerini, yukarida istenen yorumlar1 iceren ayrintili ve
kapsaml bir rapor hazirlanarak, 29 Aralik 2014 Pazartesi giinii saat 12:00’ye kadar
teslim edilecektir. Otomasyondaki sinirlama nedeniyle bu strenin uzatiimasi
mumkuan de gildir.
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Tablo 1. Transistor Boyutlar:

MOSFET W([um] L[um] ]
M, M, M6 20 0.7 r
M3, My 14 0.7
Mlz. M]4. M}z, M34 ’36 0.7 |
l M|()|<Ml()2 650 07 ‘
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Sekil-1. CMOS negatif CCCII

Tablo-2. Kutuplama Akimlari, her 6grenci kendisi icin Tablo-2'de belirtilen calisma
akimi ile calisacaktir.

Ogrenci No. Adi, Io akimi [uA] Ogrenci No. Adi, Soyadi Io akimi [uA]
Soyadi
Mehmet 15 105
504121369 Arda 504141205 Deniz Engin
Akkaya
Kudret 25 Meric¢ Ece 115
504131213 Sahin 504141214 Zedeli
Mustafa 35 125
504131215 Rufat Celik 504141215 Mete Coskun
Salih 45 Muhammed 135
504131220 Vehbi 504141216 Ceylan
Comert Morgiil
. 55 Rabia Irem 145
504131225 Aziz Kaba 504141220 Aksoy
65 Sidika Elbi 155
504131230 Tuna Erol 504141222 Mutluoglu
Ali Dogus 75 Ozan Vahit 165
504141201 Giingordii 518141014 Altinpinar
Alper 85 .. 175
504141202 Girgin 921410010 Ebru Giir
504141203 Anil Kirkil 95




Tablo-3. Makromodel parametrelerinin belirlenmesinde yararlanilabilecek bagintilar.
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